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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen 
losungsmittelhaltiger Russigkeiten auf Halbleiterscheiben nach 
der spin on-Technik. Sie beinhaltet ein Verfahren zum Aufbringen 
von Idsungsmittelhaltigen Flussigkeiten wie Fotolacke, 
Dotierlosungen u. a. auf Halbleiterscheiben. Sie ist anwendbar in 
der Mikro- und Optoelektronik. Erf indungsgemaS wird die 
Beschichtung der Halbteiterscheibe in einem 
losungsmittelgesattigten geschlossenen Volumen durchgefuhrt. 
Die gesattigte Losungsmittelatmosphare wird dabet durch ein 
temperierbares Losungsmittelreservoir gewonnen. Das 
Losungsmittel bzw. Gemisch von mehreren Losungsmitteln kann 
dem in der aufzutragenden Flussigkeit vorhandenen entsprechen 
bzw. es kommt nur die leicht fluchtige Komponente des 
Gemisches als Reservoir zur Anwendung und wird auf eine 
Temperatur groRer oder gleich der Umgebungstemperatur 
gebracht. Hierbei bildet sich ein Sattigungsdampfdruck in 
Abhangigkeit von der Temperatur des Reservoirs aus, der ein 
vorzeitiges Verdampfen des Losungsmittels aus der 
aufzutragenden Flussigkeit verhindert. Auf diese Weise lassen sich 
reproduzierbar homogene Schichten auf Halbleiterscheiben 
aufbringen. Fig. t 
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Patentanspruche: 

1. Verfahren zum Aufbringen von iosungsmittelhaltigen Flussigkeiten auf Halbleiterscheiben nach der 
Spin-on-Technik, dadurch gekennzeichnet daB der Schleudervorgang in losungsmittelgesattigter 

Atmosphare erfolgt. _ . 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet daB die losungsmittelgesattigte Atmosphare 
durch ein temperierbares Losungsmittelreservoir gewonnen wird, dessen Temperatur gleich oder 
groBer als die Umgebungstemperatur ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet daB Ldsungsmittel oder 
Losungsmittelgemische fur das Reservoir verwendet werden, die den Ldsungsmitteln oder 
Losungsmitelgemischen der aufzutragenden Flussigkeit in ihrer Zusammensetzung entsprechen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet daB bei Verwendung von 
Ldsungsmittelgemischen in der aufzutragenden Flussigkeit fur das Reservoir die leichtfluchtigere 
Komponente des Gemisches verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3 oder 1, 2 und 4, dadurch gekennzeichnet daB die aufgebrachten 
Schichten Fotolackschichten, Diffusionsquellschichten, Passivierungs- oder Maskierungsschichten 
darstellen. 
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Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen von Iosungsmittelhaltigen Flussigkeiten wie Fotolacke. Dotierldsungen u. a. 
auf Halbleiterscheiben. Sie wird in der Mikro- und Optoelektronik angewendet. 



Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

Die Beschichtung von Halbleiterscheiben durch Aufbringen von Flussigkeiten nach der Spin-on-Technik ist an sich bekannt. 
Dabei wird vor oder wahrend des Drehens der Halbleiterscheibe die Flussigkeit aufgebracht. Unter Vernachlassigung von 
Gravitations- und Corioliskraften ist die erhaltene Schichtdicke abhangig von der Winkelgeschwindigkeit sowie von den 
Eigenschaften der Flussigkeit (Feststoffanteil, Viskositat, Verdampfungsrate des Losungsmittels usw.). 
Bei weiterer Vernachlassigung des Verdampfens des Losungsmittels und unter der Annahme einer rotationssymmetrisch zu 
beschichtenden Scheibe. die vollstandig mit der Flussigkeit bedeckt ist, sowie eines in radialer Richtung zeitlich konstanten 
Materialflusses auf der Scheibe laSt sich die zeitliche Dickenabnahme der Schicht auf der Probe wahrend des Drehens 
angegeben mit 

«L = _^!iL.± J-<rV>. 

5t 3n r 6r 

Darin bedeuten 

h - Schichtdicke, r - Abstand von der Drehachse, a> - Winkelgeschwindigkeit der Scheibe, n - Viskositat der Flussigkeit, p - Dichte 
der Flussigkeit 

(A.G.Emslic et al, J. Appl. Phys. 29 [1958] 858). 

Komplexer gestaltet sich der Schichtbildungsprozed bei zeitlich veranderlicher Viskositat durch Verdampfen des 
Losungsmittels. Hier wird die Schichtdicke neben dem Wegschleudern zusatzlich durch den Enzug des Losungsmittels durch die 
im Verhaltnis zum Volumen der Losung groSe Oberflache bestimmt. 

Reproduzierbare Schichten im Hinblick auf Dicke und laterale Dickenverteilung lassen sich so nur schwer erhalten, und es mu& 
zusatzlich fur konstante Umweltbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gesorgt werden. Bei hohen 
Verdampfungsraten des Losungsmittels ergeben sich besonders starke Inhompgenitaten in der Schichtdicke, insbesondere bei 
nicht rotationssymmetrischen Proben im Randbereich. Dies kann sich auf die Ausbeute von Bauelementen aus dem 
Scheibenverband erheblich auswirken. 



Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, durch Optimierung der Spin-on-Technik fur die Beschichtung von Halbleiterscheiben zur Erhohung der 
Ausbeute mikro- und optoelektronischer Bauelemente aus dem Halbleiterscheibenverband beizutragen. 
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Dartogung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verf ahren anzugeben, das es ermdglicht, reproduzierbar homogene Schichten aus 
losungsmittelhaltigen Russigkeiten auf Halbleiterscheiben nach der Spin-on-Technik zu erhalten. 
Dies wird erreicht indem das Verdampfen des Lfisungsmittels aus der Russigkeit wahrend des Drehvorganges der 
Halbleiterscheibe weitestgehend unterbunden wird. 

ErfindungsgemStt wird die Beschichtung in einem Idsungsmittelgesattigten geschlossenen Volumen durchgefuhrt. Die 
gesattigte Ldsungsmittelatmosphare wird dabet durch ein temperierbares Losungsmittelreservoir gewonnen. Das 
Losungsmittel bzw. Gemisch von mehreren Ldsungsmitteln des Reservoirs kann dem in der aufzutragenden Flussigkeit 
vorhandenen entsprechen. bzw. es kommt nur die leicht fluchtige Komponente des Gemisches der aufzutragenden Flussigkeit 
als Reservoir zur Anwendung und wird auf eine Temperatur grd&er oder gleich der Umgebungstemperatur gebracht. Hierbei 
bildet sich ein SSttigungsdampfdruck in Abhfingigkeit vnn der Temperatur des Reservoirs aus, der an vorzeitiges Verdampfen 
des Losungsmittels aus der aufzutragenden Russigkeit verhindert Beim Herstellen eines Losungsmittelgemisches fur das 
Reservoir ist auf das exakte Verhaltnis zu achten, da der sich einstellende SSttigungsdampfdruck wesentlich vom Molenbruch 
der einzelnen Komponenten abhangt und sich nicht nur linear vom Molenbruch der einzelnen Komponenten gestalten, sondern 
auch ausgepragte Maxima oder Minima annehmen kann. 

Die nach dem vorgeschlagenen Verfahren hergestellten Schichten besitzen eine hohe Schichtdickenhomogenitat. Sie lassen 
sich z. B. als Fotolackschichten, Diffusionsquellschichten, Passivierungs- oder Maskierungsschichten vorteilhaft anwenden. 



Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soli nachstehend an einem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert werden. In den zugehorigen Zeichnungen zeigen 

Fig. 1 : die schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsgemaSen Verfahrens, 
Fig. 2: die erhaltene taterale Verteilung der Schichtdicke auf der Halbleiterscheibe. 

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist die Vorrichtung zum Aufbringen losungsmittelhaltiger Flussigkeiten auf Halbleiterscheiben unter 
einer Glashaube Ha befindlich, die auf einer Grundplatte Gr aufsitzt. Die zu beschichtende Halbleiterscheibe Sch wird mitt els 
einer geeigneten Halterung auf einem Drehteller Te arretiert, dessen Antriebsachse A durch die Grundplatte Gr gefuhrt ist. Auf 
der Grundplatte Gr befindet sich ein Reservoir Re mit Losungsmittel, das mittels einer Heizeinrichtung He temperierbar ist, 
Vor dem Drehen der Halbleiterscheibe Sch mit einer zu wahlenden Winkelgeschwindigkeit w wird mit Hilfe einer durch die 
Glashaube Ha gefuhrt en Pipette Pi die Flussigkeit Fl auf die Halbleiterscheibe Sch gebracht. 

Der Spin-on-ProzeS erfolgt dann in einer gesattigten Ldsungsmittelatmosphare, hervorgerufen durch Verdampfen des im 
Reservoir Re befindtichen Losungsmittels. 

Mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau wurden Halbleiterscheiben mit rechteckigen Abmessungen und einer Kantenlange 
von 14mm mit einem Kieselsol bei einer Drehzahl von 8000U/min ohne und mit einer Ldsungsmittelatmosphare von Ethanol 
und Essigsaureethy tester beschichtet. Die erhaltene laterale Verteilung der Schichtdicken ist in Fig. 2 dargestellt. 
Nach dem erfindungsgemaSen Verfahren lassen sich auch in den Randbereichen homogene Schichten aus 
losungsmittelhaltigen Flussigkeiten auf Halbleiterscheiben aufbringen. Dies gestattet den reproduzierbaren Ablauf bestimmter 
Verarbeitungsschritte im Zyklus I der Halbleitertechnologie und wirkt sich gunstig auf die Ausbeute mikroelektronischer und 
optoelektronischer Bauelemente aus dem Halbleiter-Scheibenverband aus. 
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